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シリコン量子ドット中の正孔スピンを量子ビットに応用する際に重要な g 因子は、スピン軌道

相互作用を介して電界変調できると考えられる。今回、MOS 構造を利用したシリコン量子ドット

において[1]、正孔スピンの g 因子の見積もりとそのトップゲート（TG）電圧依存測定を行った。 

g 因子の見積もりを行うため、Fig. 1(a)に示すように、二重量子ドットのスピンブロッケード領

域を利用した。Fig. 1(b)は、スピンブロッケード領域の電流値の磁場依存性である。Fig. 1(b)に示

す一重項三重項分離幅∆𝑆𝑇(𝐵)の磁場依存性をプロットした結果を Fig. 1(c)に示す。その傾き−g𝜇𝐵

から g因子の見積もりを行った結果、TG = −2.3Vにおける g因子の値として、g ≈ 2.40が得られ

た [2]。さらに同様の手法により、g因子の TG 依存性を調べた。その結果、g因子を 2.0から 4.0

まで制御することができた。スピン軌道相互作用は、その大きさを 2 次元面に垂直な方向の外部

電場によって制御可能と考えられる[3]。本研究に用いたシリコン MOS 構造量子ドットにおいて

は、スピン軌道相互作用を TGにより変調し、g因子を制御することができたと考えられる。将来

的な集積構造においては、各量子ドットに独立な TG を設置することで、g因子を各々電界制御で

きると考えられる。 
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Fig. 1 (a) Measured Pauli spin blockade (PSB). TG = −2.3 V, T = 250 mK, Vds = 2.2mV. Singlet-

triplet splitting ST is indicated. (b) Current in the PSB region as a function of magnetic field B and 

detuning energy . (c) B-filed dependence of ST. g factor is estimated g ≈ 2.40. 
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